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Sposdb zweglania whdkier poliakrylonitrylowych

Przedimtotem wynalazku jest sposéb zweglania whékien poliakrylonitrylowych,

Znany dotychczas sposob zweglania wiokien poliakrylonitrylowych polega na tym, z¢ whokna w postaci

wielowarstwowego nawoju poddaje sig obrobee ternucanej w atmosterze ochronnej w urzadzeniu pracujgcym
okresowo. Okresowy sposob prowadzenia procesu wynika z konieczniosel stosowania w poszezegolnych ctapach
zweglania réznej atniosfery i réznych postepow temperatury: do 200°C proces prowadzi sie w atmosferze tlenu
Z postgpem temperatury 50°C/godz., acd 200. do 1000°C w atmosferze argonu. £ postgpem temperatury
50-100°C/godz. Ponadto stosowanie dotychczasowego sposobu wyiaga odpowiedniego przygotowania wié-
kien, poprzez dobor sktadu chemicznego roztworu przedzalniczego i sposobu przgdzenia.
’ Wadg dotychezas stosowanego sposobu jest to, ze wiokna w postaci wiclowarstwowego nawoju znajdujg sie
w réinych warunkach napreZenia, atmosfery itemperatury, w wyniku czego wlasnosci {izykochemiczne wio-
kien, otrzymanych tym sposobem, sg niejednakowe wzdtuz ich diugosci. Ponadto okresowy sposéb zweglania
nie pozwala na stosowanie kenirolowanego rozeiggu zweglanych widkica, co uniemozliwia osigganie optymal-
nych wlasnosci wickien weglowych. Tym sposohem olrzymuje sie wiokna najwyzej kilkunastometrowej diugo-
dei. »

Celem wynalazku jest ofrzymanic zweglonych widkien poliakrylonitrylowych o jednakowych wlasno-
dciach fizykochemicznych na catej ich diugosci.

istota wynalazku polega na ternicznej obrébee ciaghego widkna poliakrylonitrylowego przy zastosowaniu
kontroiowanege rozeiggu widkna w czasic jegu zweglania, Wiskno poliakrylonitrylowe, w postaci jednowarstwo-
wej tasmy o nieskoticzong} dtugosci, przeprowadzz sie 2 szybkosciy 20 cimfgodz. przez komore, w ktérej panuje
atmosfera utleniajgca. W plerwszej czedci tei komuory na dhugodel 509 mum utrzymuje sig temperaturg 100°C,
w pozostaltej czgdei na diugosei 2400 nun - temiperaiurg 220°C. W tych warunkach proces utieniania prowadzi
‘si¢ z postepen: temnperatury  50°C/godz. Ponadio podczas utieniania siosuje si¢ kontrolowany rozeigy whokna do
3%, Z kolet widkno przeprowadza sig z szybkoscig 25 cus/godz, poprzez komesg, wypeiniong argonem. W pier-
wszej czescl komory na diugosci 2000 mm utrzyuje sig temperaturg 220°--450°C. w drugiej czedei na dhugosel
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1500 mun temperaturg 4‘0 -850°C, w koticowej czescl na diugpsc 15060 mm temperaiurg 1200°C, Wiych
warusikach proces zwgglania, nasigpujqcy w zakresie temperatu: 220° -1200°C, prowadzi sig z p saHepent tempe-
ratury 50—1060°C/godz.

Zwegianie widkien polizkrylonitrylowych sposebem wedlug wynalazku. pozwala na otrzymacie widkna
weglowego 0 niesk: e?czonel dhugosci, przy czym wi.ikno charakteryzuje sig jednzkowy mi wiasnosciami fizyko-
chemicznymi i wytrzymatosciowymi na calei swej dtugosci. Zastosowanie koutsolowanego rozeisgy, poprzer
réinicg w szybkosci podawania | odbierania widkien w czasie utleniania, powo-duje zwiekszenie stopnia orisniacii

krysziatow wzdtuz osi widkien, w wyniku czege cirzymuje sig whokne o opty malnych wiasnodciach wytrzynia-
fosciowych.

ZasirzeiZenie patentowe

Sposdb zweg glania wiokien poliakvionitrylowych, polegaigey na chirdbee widkien w odpowiednich warun.
kach atmostery itgmperatury, znamienny tym, 2e whikuo polinkrylonitrylowe, w postaci jedsowas-
stwowej tasmy o nieskonczonej diugosci, przeprowadza sig z szybkosciy 20 emfgodz. preez komore, w kidrej
phuje atmosfera utleniajges, przy czym wpierwszei czgsci komory na diugosci 500 e utrzynuije sn¢_icsnp¢.ru-
turg 100°C, w pozostatej czesei na diugosei 2400 num temperaturg 220°C, co zapewnia posten temperatury
w procesie utleniania 50°C/godz., ponadio na tym ctapic stosuje sig kontrolowany rozeiag wickna do 30%, po
czym wlokno przeprowadza sig z szybkodcig 25 cm/gedz, preez komore, W\‘pthiOHd argonem, w ktorej pier-
wszej czescei na diugosei 2000 mm utrzymwje sie femperaturg 220 450°C, w drugicj ta (!!ugosu 1500 mm
temperature 1200°C, pray czym proces zweglania prowadzi m; Z pustepen 2emp<,ratury 50 1007C/godz.
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